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Zusammenf as sung 

Integrierte Halbleiterstruktur 

,5 Die Erf inching betrifft eine integrierte Halbleiterstruktur 

mit einem Subs t rat (1) , mindestens einem auf dem Subs t rat (1) 
liegenden Halbleiterelement (2) , einem Padmetall (3) mit ei- * 
ner Flache (F) , einer Vielzahl von Metallschichten (4.x) , die 
zwischen dem Padmetall (3) und dem Substrat (1) liegen und 

10 einer Vielzahl von Isolationsschichten (5.y), die die Metall- ' 
schichten (4.x) voneinander trennen, wobei das Padmetall (3) 
sich zumindest uber einen Teil des mindestens. einen Halblei- 

» — » — ■ 

15* Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass, untferhalb der 
Flache (F) des Padmetalls (3) , zumindest die obersten beiden 
Metallschichten .(4.x, 4.X-1) eine Struktur atifweisen, die je- 
. weils mindestens zwei nebeneinanderliegende Leiterbahnen 
(4.x.z, 4.x-l.z) enthalten. 

20 • . . 

Fig. 1 • , 
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Beschreibung 

Integrierte Halbleiterstruktur 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterstruktur 
mit einem Substrat, mindestens einem auf dem Substrat liegen- 
den Halbleiterelement, einem Padmetall mit einer Flache, eir ■ 
ner Vielzahl von Metallschichten, die zwischen dem Padmetall 
und dem Substrat liegenund einer Vielzahl von Isolations^ 
schichten, die die Metallschichten voneinander trennen) wobei 
das Padmetall sich zumindest uber einen Teil des mindestens 
einen Halbleiterelementes erstreckt . 

Eine solche Halbleiterstruktur ist beispielsweise aus der US. 
6,207,547 bekannt. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Herstellung von integrierten 
Halbleiterstrukturen ist die elektrische Kontaktierung (Bon- 
den) der Halbleiterelemente, die sich innerhalb der Halblei- 
terstruktur befinden; Hierbei wird uber Kontaktinseln der e- 
lektrische Kontakt zwischen Gehausekontakten (PINs) und den 
Halbleiterelementen hergestellt. Die Kontaktinseln sind me- 
tallische Bereiche (Padmetall) , die mit den Halbleiterelemen- 
ten und Metallschichten elektrisch verbunden sein konnen. 
Aufgrund der aktuell verwendeten Bonding-Prozesse haben die 
Padmetalle eine relativ grofie Ausdehnung in der Halbleiter- 
struktur im Vergleich zu den Dimensionen. der darunter liegen- 
den Halbleiterelemente. Das Padmetall bedeckt also eihen be- 
deutenden Bereich der Oberflache eines Chips, sodass der Be- 
reich, der unterhalb des " Padmetalls liegt, einen deutlichen 
Anteil am Chipvolumen ausmacht . 

Beim Bonden der Halbleiterstruktur wird eine grofie mechani - 
sche Belastung auf das Padmetall ausgeiibt . Diese Belastung 
bringt die Gefahr mit sich, dass Strukturen, die unter dem 
Padmetall angeordnet sind, beschadigt werden. So kann die o- 
• berste Isolationsschicht ,' die direkt unterhalb des Padmetalls 
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verlauft. Risse erbalten. die, aufgrund einer Verletzung der 
P^ivie™, der HaXbieiterstruktur. zu Leckstro.en fubren 
Zura anderen m ussen Haibleiterelemente, 

Strukturen wie MOS-Transistoren, die ein relatrv dunnes Gate 
"Leisen. aus ^eriissigkeitsgrunden ~ " 

starken Druok geschiitzt werden. Daher warden ™ *erne 
Halbleiterelemente unterhalb des Padmetalls platzrert, urn 
Verletzungen zu ver^eiden. Dies bat zur Folgc dass em au- 
^dentticb grower Piacbenveriusf d B s Cnips in Kauf geno m - 



men wird. 



Die EP 1 017 098 A2 schlagt eine nomination aus einer . 
I Lsabsorbierenden Metallscniobt und einer ^ • 

starkten eiektrischen Xsolationsschicnt, sowre ' 
ohende Dicke dieser beiden Sohiobten vor, sodaas 
tin Tail des Halbleiterelementes aioh direkt unterhaib. des 
ein leu. o Hierduroh wird jedoch nur erne 

Padmetalls erstrecken darf . Hierourcn j rhlT>ober . 

geringfugige Reduktion des Flachenbedarf s auf der Cbrpober 

•flache erreicht. 

R us aer eingangs erwabnten US 6.207,547 ist ea ^ 
strukturierte Zwischenschioht zwischen Padmetall und.oberster 
^lebene; zur Stabilisation und zu m Sohutz der darunter- 
Xiegenderaktiven Sonaltungen, einzurubren. Hierdurob wrrd 
erreioht, dass Strukturen mit Gateoxid. beispielswe3.se MOS- 
ZZT^. direkt unterbaib des ^f^f^I ? 

plizierten Herstellungsprozess . 

30 A urgabe der vorliegenden Erf indung ist ea ^J^ "r^- 

hip pinen vereinf achten Herstex 
i ^ t-prqf-ruktur vorzustellen, die emeu v<= 

^gsprozess e^ogiiobt, wobei as keine Binscbranku* , in der 
verwendung von Halbleiterelementen, die unter de m Pad.etall 
35 liegen .diirf en, gibt . 



Erf indungsgemaS wird die Aufgabe durch eine integrierte Halb- 
leiterstruktur der eingange .genannten Art gelost, hex der. 
unterhalb der Flache des Padmetalls, zumindest die obersten 
beiden Metallachichteh eine Struktur aufweisen, «U. lewexls 
mindestena zwei nebeneinanderliegende Leiterbahnen enthalten. 

D er Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daes' durch eine 
geschickte Anordnung (Layout) der obersten be.den Metallebe- 
nen, die direkt unterhalb dea Padmetalla liegen, exne 
Dampfungs- und stabilisierungastruktur auagebildet werden 
kann. ohne daaa der Herstellungsprozeas der xntegr .erten 
Halb eiterstruktur geandert werden muas. Weiterhxn haben dxe 
Erfinder erkannt, daaa. durch die erhohte StabiHtat dxeser 
Halbleiterstruktur, Jede Art von Halbleiterelement unterhalb. 
der Flache des Padmetalls angeordnet werden kann. 

Im Unterschiedzu bislang bekannten Ausbildungensind die 
Leiterbahnen nach der vcrliagenden ^^*^"« 
bar und dienen nicht nur der stabilitatserhohung. So haben 
die unter dem Padmetall verlaufenden Leiterbahnen exnen An- 
schluaa zu einem Oder untersohiedlichen Potentialen auf der 
. Llblelterstruktur. Typischerweise werden die ^"erbahnen 
der oberaten Metallachicht ala Versorgungsleitungen fur co- 
unter liegende Halbleiterelemente <z. B. Trans.storen) ver- 
wendet . 

ue'nach Technologie konnen die Anzahl der Met allschicht en 
zwischen 3 und 11 liegen, beiapielweise werden derzext bex 
der 0 13 m CMOS-Technologie zwiaohen 4, und a Metallech.chten 

verwendet. 

, n-„„„ ri-r- erfindungsgemafien integr.ierten Halb- 
Eine Ausgestaltung der ernnaunyay . ^ , 

leiteratruktur aieht vor. daaa -die Anzahl der 
innerhalb einer Metallachicht , zumindest unterhalb der Flache 
; dea Padmetalla. je nach Gr6Be und Ausdehnung dxeses Padme- 
talis, zwiachen 2 und 6 liegen. 
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Erf indungsgemaS konnen innerhalb einer Metallschicht die Lei- 
terbahnen elektrisch voneinander isoliert sein. 

in einer Weiterentwicklung sind die Leiterbahnen innerhalb 
einer Metallschicht elektrisch mit.einander verbunden. Daruber 
hinaus konrien innerhalb einer Metallschicht, bei Vorliegen 
von mehr als zwei Leiterbahnen unterhalb der- Flache des Pad- 
metalls, einzelne Leiterbahnen elektrisch von den anderen 
Leiterbahnen isoliert sein, wobei die restlichen Leiterbahnen 
raiteinander elektrisch verbunden sind. 

Auch ist VorsteLlbar, dass, zumindest in kleinen Bereichen 
unterhalb der Flache des Padmetalls, Strukturen eingebaut 
werden, sogenannte Dummystrukturen, die lediglich Stabilisie r 
rungsfunktionen haben, aber keine elektrische Anbindung an 
ein Potential besitzen. Ailerdings fuhrt diese Ausbildung zu 
einem Verlus't an elektrisch nutzbarer Flache. 

• i 

Fine weitere vorteilhaf te -Ausgestaltung, die die mechanische 
Belastung- von den, unter den Padmetall liegenden Strukturen 
abschirmt, sieht vor, dass die Leiterbahnen hinreichend breit 
ausgefuhrt sind, sowie entspannte Abstande zueinander haben. 
Erf indungsgemaE" liegt das Verhaltnis zwischen der Breite der 
Leiterbahnen und ihrem Ab stand zueinander zwischen 3 und 20, 
vorzugsweise ist das Verhaltnis 10.- Zumindest die obersten 
beiden Metallschicht en sind also al.s breite Leiterbahnen aus- 
gefuhrt, urn zwar einen Dampf ungsef f ekt zu erzielen, aber kei- 
ne unnotige Prozessf vihrung erforderlich zu machen. 

in einer besonders' vorteilhaf ten Weiterentwicklung der erfin- 
dungsgemafien integrierten Halbleiterstruktur sind, zumindest 
unterhalb der Flache des Padmetalls, eine Vielzahl von Vias 
vorgesehen, die die Leiterbahnen der obersten Metallschxcht 
rnit den Leiterbahnen der darunterliegenden Metallschxcht e- 
lektrisch verbinden, wobei die Vias die Isolationsschicht 
zwischen -den obersten beiden Metallschichten vertikal durch-. 
dringen. Dies gewahrleistet zum einen, dass das Halbleiter- 



element auch bei einem eventuell auf tretenden Kurzsehluss 
ztiscben diesen Metallscnicbten, wis es durcb ^""f" 
Dr uc* bervorgerufen warden *ann, nocb funXtronxert ^ 
anderen Sei.te atabiiisieren die viae, die integrate Halble. 
terstruktur zusatzlich. 

Eine optimierte stabilisierung und Dampfung kann uber eine _ 
geelgnete Ausbildung der viae erreicnt werden. Bevorzugt w.rd 
unterbalb der Plaoba d es Padmetalls eine gr6 E ere Anza bl von 
Viae zwisehen den obersten beiden Metailsonrcbten varte.lt 
wobei die Viae eine zueinander aerielle Anordnung Oder erne 
1 nander versetzte Anordnung aufweisen. Hlerdureb wrrd auf- 
tretendar Drue* auf eine mogliehst groSe Flaohe verte.lt. 

Eine andere vorteilhafte Weiterentwicklung der erf indungsge- 
IL Ltegrierten Halbleiterstrufctur aieht vor, dass, zumxn- 
7^ unterbalb der Flacbe dea Padmetalls, die beiterbahnen 
de obersten beiden Metallscnicbten .eine Vielzabl von Durcb- 
brucben aufweiaen. Dieaa Durcnbruche fconnen nut dem selben 
Material, aus dem die Isolationsschichten beetehen, gaful.lt 

Auch hierdurchwird eine zusatzlicbe stabil.arerung der Salb 
leiterstruktur erreicht. . / 

In ainer anderen Weiterentwicklung der arf indungsgemaEen in- 
egr ierten Halbleiterstru*tur weieen die Burchbrucbe , = - 
deat unterhalb der Flacbe dea Padmetalls. erne 
zwisehen 5% und 30% der Gesamtflache der be.terbahnen auf. 
"rzugsweiee antbaltan die beiterbabnen 20% an burebbrucben 

Erf indungsgemaS wird eina Brhohung dar Stability der integ 
Garten HaLleiterstruktur gegenuber auf tretenden Dructen 
a ucb Lurch erreicht, dass die beiterbahnen der obersten 
beiden Metallaohicbten derart zueinandar angeordnet s.nd 
• daas die Durcnbrache der obersten beiterbahnen versetzt j» 
den Durchbruchen der darunterliegenden beiterbahnen l.agen. 



Diese versetzte Anordnung. gewahrleistet ein hohes Nafi an 
Dampfung. 

in einer anderen Ausbildung der erf indungsgemafien integrier- 
ten Halbleiterstruktur liegen die Leiterbahnen der obersten 
Metallschicht ungefahr deckungsgleich uber den Leiterbahnen 
der darunterliegenden Metallschicht. 

« 

Vorzugsweise. liegen die Leiterbahnen der obersten Metall- 
schicht versetzt zu den Leiterbahnen der darunter liegenden 
Metallschicht. Hierdurch wird eine sehr effektive Dampfungs- 
struktur ausgebildet. Der sextliche Versatz der Leiterbahnen 
zueinander kann dabei maximal sein, wobei also zwei nebenexn- 
anderliegende Leiterbahnen einer Metallschicht von der hex- . 
spielsweise daruber liegenden Leiterbahn te.ilweise bedeckt 
werden . 

Eine weitere vorteilhaf te Ausgestaltung der integrierten 
Halbleiterstruktur sieht vor, dass die Metallschichten zu- 
mindest grofiteils., aus einem hinreichend' harten Met all. beste- 
hen ' Hierdurch kann vermieden werden, dass sich bei mechanx- 
scher Belastung die Dicke der Metallschichten verringert oder 
die isolationsschicht, die uber .der Metallschicht Ixegt, bxs 
Z ur darunter liegenden .Isolationsschicht durchgedruckt wxrd. 

lypischerweise stellt . das Metall Kupfer, Aluminium, Wolfram, 
Molybdan, Silber, Gold, Platin oder Legierungen hiervon dar. 

* m einer anderen Weiterbildung uberdeckt die Flache des Pad- 
metalls einen Bereich, der, innerhalb einer Metallschxcht , 
zumindest aus 50% Metall besteht . Hierzu zahlen vorzugswexse 
die metallischen Bereiche der Leiterbahnen (ohne Durchbru- 
che) , aber auch zusatzlich eingefugte metallische Dummystruk 
tur en - 

Fur eine besonders stabile Ausgestaltung der integrierten ■ 
Halbleiterstruktur let. das Metall gleichmaSig unterhalb der 



Flache. des Padmetalls verteilt. Vorzugsweise sind also die 
aus Metall bestehenden Leiterbahnen, sowie die Durchbriiche 
innerhalb der Leiterbahnen und die elektrische Verbindung 
zwischen nebeneinander liegenden Leiterbahnen gleichmaSig un- 
ter der Flache des Padmetalls verteilt. _ 

Vorzugsweise ist zwischen dem Padmetall und der obersten Me- 
tallschicht eine oberste Isolationsschicht vorgesehen, wobei . 
die oberste Isolationsschicht eine erste Dicke Dl und die o- 
berste Metallschicht eine zweite Dicke D2 aufweist, und das 
Verhaltnis zwischen den beiden Dicken Dl und D2 zwischen. 1 
und 5 liegt. Hierdurch wird eine Verminderung der Gefahr von 
Rissen'in der obersten Isolationsschicht und somit ein erhoh- 
ter Schutz derdarunter liegenden Halbleiterelemente er- . . 
reicht . 

Eine andere Weiterentwicklung der erf indungsgemafien integ- 
rierten Halbleiterstruktur sieht vor, dass die oberste Isola- 
•tionsschicht eine Dicke Dl und das Padmetall eine Dicke D3. 
aufweist, und das Verhaltnis zwischen den beiden Dicken Dl 
und D3 zwischen 0,5 und 3 liegt. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand der Figuren naher be- 
schrieben. Es zeigen: 



Fig . 1 



Fig. 



Fig. 



einen Querschnitt durch ein Ausf uhrungsbeispiel ei 
ner erf indungsgemaSen integrierten Halbleiterstruk 
tur, 

einen Ausschnitt der Leiterbahnen der obersten bei 
den Metall schichten. aus der Figur 1, in perspekti- 
vischer Darstellung 

eine Draufsicht einer erf indungsgemaSen integrier- 
ten Halbleiterstruktur mit einem Padmetall und Lei 
terbahnen. 




. '8 

Die Halbleiterstruktur* enthalt ein Padmetall 3 mit einer Fla- 
che F und einer Dicke D3 / beispielsweise eine dicke Schicht 
aus Aluminium, eine Passivierung 8, ein Substrat 1, ein auf 
dem Substrat iiegendes Halbleiterelement 2, beispielsweise 
ein Transistor 2, wobe'i der Transistor 2 unterhalb der Flache 
F des Padmetalls 3 angeordnet ist, eine Vielzahl von Metall- 
schichten 4.x, sowie eine Vielzahl von Isolationsschichten 
5.y, die die Metallschichten 4.x voneinander trennen. Zur 
besseren Ubersichtlichkeit zeigt die Figur 1 in einer schema- 
tischen Darstellung lediglich die erste und die obersten bei- 
den Metallschichten 4.1, 4.x-l und 4.x, wobei je nach verwen- 
deter. Technologie derzeit bis zu 11 Metallschichten 4.x uber- 
einander angeordnet sein konnen. 

Zur Abschirmung des mechanischen Druckes, der sich beim Bon- 
den oder beim Testen der integrierten Halbleiterstruktur ent- 
wickelt, sind sowohl das Padmetall 3 als auch die oberste I- 
solationsschicht 5.y, die direkt unter dem Padmetall 3 liegt, 
hinreichend dick .ausgestaltet . Die Isolationsschicht 5.y • 
weist vorzugsweise eine Dicke Dl g.'uf , die zwischen ein und 
funf Mai so dick 1st wie die Dicke D2 der obersten Metall- 
schicht 4-.x, und zwischen 0,5 ^und drei Mai so dick 1st wie 
die Dicke D3 des Padmetalls 3. 

Die obersten bei'den Metallschichten 4.x und 4.X-1 sind durch 
eine Isolationsschicht 5.y-l voneinander getrennt. Die Vias 6 
durchdringen diese Isolationsschicht 5.y-l vertikal .und ver- 
binden die oberste Metallschicht 4.x mit der darunterliegen- 
den Metallschicht 4.X-1 elektrisch. Insbesondere im Bereich 
unterhalb der Flache F des Padmetalls 3 sind eine Vielzahl 
von Vias 6 zwischen den beiden Metallschichten 4.x und 4.X-1 
angeordnet. Diese Ausgestaltungen b'ewirken einen hinreichen- 
den Schutz des Transistors *2 .vor auftretenden mechanischen* 
Belastungen. • 

Die Figur 2 zeigt, .in perspektivischer Darstellung, einen 
Ausschnitt aus der erf indungsgemaSen integrierten Halbleiter- 
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struktur im Bereich der obersten beiden Metallschichten dx- 
rekt unterhalb der Flache des Padmetalls. Sowohl die Lexter- 
bahn 4.x. z der obersten Metallschicht , als auch die Lexter- 
bahn 4.X-1.Z der darunterliegenden Metallschicht weisen 
Durchbruche 7.x und 7.x- 1 auf. Die Durchbruche 7.x der Lex-, 
terbahn 4.x.* sind zu den darunterliegenden Durchbruchen 7.x- 
1 der Leiterbahn 4.X-1.Z versetzt angeordnet . Die Durchbruche 
7 x und 7.X-1 liegen also nicht direkt ubereinander . Daruber 
hinaus sind die beiden Leiterbahnen 4.x. z und 4.X-1.Z- uber 
senkrecht verlaufende Vias 6 elektrisch miteinander verbun- 
den. Urn eine moglichst hohe. Stability gegenuber Drucken zu . 
gewahrleisten, sind moglichst viele Vias 6, insbesondere xm 
Bereich unterhalb des Padmetalls angeordnet. 

Andere Anordnungen von Durchbruchen 7.x und Vias 6 ergeben 
sich bei Anwendung der Kenntnisse und Fahigkeiten des Each- 
manns . 

-Die Figur 3 zeigt eine Draufsicht der erf indungsgemaSen in- 
tegrierten Halbleiterstruktur mit ein^rn Padmetall 3 
nem angrenzenden Padmetall 3. Im Bereich unterhalb- der Padme- 
talle 3 verlaufen vier Leiterbahnen 4.X.1 bis 4.x. 4. Die 
funfte Leiterbahn 4.x. 5 verlauft auSerhalb des Bereiches der 
Padmetalle 3. Es sind deutlich die Abstande A zwischen jten/. 
einzelnen Leiterbahnen 4.x. z und deren Breite B erkennbar 
Halbleiterelemente, wie Transistoren oder Dioden Ixegen eben- 
falls unter der Flache des Padmetalls 3, sind jedoch xn der 
Figur 3 nicht zu erkennen. , 

insgesamt wird durch die Erfindung erreicht, dass auch ohne 
kostspielige Prozessanderungen oder Prozesserweiterungen, ex- 
ne geeignete Dampfungs- und Stabilisierungsstruktur vorge- 
atellt wird, die ermoglicht, jede Art von elektrischen Halb- 

" leiterelementen unterhalb der Flache des Padmetalls anzuord- 
nen, ohne eine Beschadigung dieser Halbleiterelemente bex 
auftretenden Drucken, wie sie beim Bonden oder Testen entste 

' hen, zu riskieren. Daruber hinaus kann nun der Bereich unter 
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halb'der Flache des Padmetalls, beispielsweise fur Stromver- 
sorgungsbaimen, genutzt- werden. 



i -! / W 

: • 17 

Bezugszeichenliste 

1 Substrat 

2 Halbleiterelement, Transistor 

3 Padmetall, 
4 -X Metallschicht 
4.x. z • * Leiterbahn 

, 5.y ' Isolationsschicht 

6 . • Via 

7. x Dur chbruch 

8 [ Passivieriing 

D1 Dicke der obersten Isolationsschicht 5 

D2 Dicke der obersten Metallschicht 4.x 

D3 Dicke des Padmetalls 3 

A Abstand zwischen zwei Leiterbahnen 4.x 

B Breite einer Leiterbahn 4.x.-z 

p • Flache des Padmetalls 3 



.> n 1 
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Patent anspruche 



1, Integrierte Halbleiterstruktur mit 
einem Subs t rat (1) , 
5 - 'mindestens einem auf dem Substrat (1) liegenden Halblei- 
. terelement (2), 

- einem Padmetall (3) mit .einer Flache (F) , 

- einer Vielzahl von Metallschichten (4.x), die zwischen dem 
Padmetall (3) und dem Substrat (1) liegen und 

10 - einer Vielzahl von Isolationsschichten (5.y),die die Me- 
tallschichten (4.x)' voneinander trennen, * 

- wobei das Padmetall (3) sich zumiridest uber einen Teil des 
mindestens einen Halbleiterelemerites (2) erstreckt, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 dass, unterhalb der Flache (F) des Padmetalls (3) , zumindest 
die obersten beiden Metallschichten (4.x, 4.x-l) eine Struk- 
tur aufweisen, die jeweils mindestens zwei nebeneinanderlie- 
gende Leiterbahnen (4.x. z, 4.x-l.z) enthalten. 



2 0 2. Integrierte Halbleiterstruktur genukfi voranstehendem An* 
sjirucH" 1, 

d a d u r c. -h gekerinzeichnet , 

dass die Anzahl z der Leiterbahnen (4.x.z) einer Metall- 
schicht (4.x), unterhalb der Flache (F) des Padmetalls (3), 
.25' zwischen 2 und ' 6 liegt. • • 



3.0 



3. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste- 

henden Anspruche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass innerhalb einer Metallschicht (4.x) die Leiterbahnen 
(4.x.z) elektrisch voneinander isoliert sind. 



4. .Integrierte Halbleiterstruktur gemafi einem der voranste- 
henden Anspruche 1 bis 3, 
35. dadurch gekennzeichnet, 

dass innerharb einer Metallschicht' (4.x) die Leiterbahnen 
(4.x.z) elektrisch miteinander verbunden sind. 
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5. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste- 
henden Anspruche .1 bis 4, 

dadurch g e k- e n n z e i c h n e t , 

dass innerhalb einer Metallschicht (4.x) die Leiterbahnen 
(4.x.z) eine Breite (B) und einen Abstand (A) zueinander auf- 
weisen, wobei das Verhaltnis zwischen der Breite (B) .und dem 
Abstand (A) zwischen 3 und 2 0 liegt. 

6. Integrierte gemafi voranstehendem Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass 'das Verhaltnis zwischen der Breite (B) und dem Abstand 
(A) 10 ist. 

7. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste- 
henden Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeich.net, 

dass, zumindest unterhalb der Flache (F) des Padmetalls (3), 
eine Vielzahl von Vias (6) vorgesehen sind, die die Leiter- 
bahnen (4.x.z) der obersten Metallschicht (4.x) mit den Lei- 
terbahnen (4.x- l.z) der darunter liegenden Metallschicht • 
(4.X-1) elektrisch verbinden_ -wobei die Vias (6) die Isolati 
onsschicht (5.y-l) durchdringen . 

8. Integrierte Halbleiterstruktur gemaiS einem der voranste 
henden Anspruche 1 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass, zumindest unterhalb der Flache (F) des Padmetalls (3), 
die Leiterbahnen (4.x.z, 4.x-l.z) der obersten beiden Metall 
schichten (4.x, 4.X-1), eine Vielzahl von Durchbruchen ( 7.x, 
7.X.-1) aufweisen. 

9. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS voranstehendem An- 
spruch 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass, zumindest unterhalb der Flache. (F) des Padmetalls (3), 
die Durchbruche (7.x, 7\x-l) eine Gesamtfla'che zwischen 5% 
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und 30% der Gesamtf lache der Leiterbahnen (4.x. z, 4.x-l.z) 
aufweisen. 

10. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS voranstehendem An- 
spruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Durchbriiche (7.x, 7.X-1) eine Gesamtf lache von 20% 
der Gesamtf lache der Leiterbahnen (4.x. z, 4.x-l.z) aufweisen 

11. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste. 
henden Anspruche 8 bis 10, 

dadurch gekennzeichnet, 

.dass die Leiterbahnen (4.x.z, 4.x-l.z) der obersten beiden 
Metallschi'chten (4.x, 4.X-1) derart zueinander angeordnet 
sind, dass die Durchbruche (7.x) der obersten Leiterbahnen 
(4.x. z) versetzt zu den Durchbruchen (7.X-1) der darunter 
liegenden Leiterbahnen (4.x-l.z) liegen. 

12 . Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste 
henden Anspruche 8 bis 11/ 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Leiterbahnen (4.x. z) der obersten Metallschicht 

(4.x) ungefahr deckungsgleich uber den Leiterbahnen (4-x-l.z 

der darunter liegenden Metallschicht (4.x-l) liegen. 

i 

13 . Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste 
henden Anspruche 8 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, _ 
dass die Leiterbahnen (4.x.z) der obersten Metallschicht 
(4,.x) versetzt zu den Leiterbahnen (4.x-l.z)' der darunter 
liegenden Metallschicht (4 .x-1) " liegen. 

14 . Integrierte Halbleiterstruktur gemaE einem der voranste 
. henden Anspruche 1 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Metallschichten (4.x), zumindest groSteils, aus ei- 
nem hinreichend harten Metall bestehen. 
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15'. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS voranstehendem An- 

spruch 14 , • ' 
dadurch gekennzeich.net, 

dass das Metall Aluminium, Kupfer, Wolfram, Molybdan, Silber, 
Gold, Platih oder Legierungen hiervon enthalt . 

16. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste- 
henden Anspruche 1 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Flache (F) des Padmetalls (3) einen Bereich xiber- 
deckt, der, innerhalb einer Metallschicht (4.x), zumindest 
aus 50% Metall besteht . 

17. Ihtegrierte Halbleiterstruktur gemaS voranstehendem An- 

spruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Metall gleichmaSig unterhalb der Flache (F) des Pad- 
metalls (3) verteilt ist. 

18. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste- 
henden Anspruche 1 bis 17,- 

dadurch gekennzeichnet, 

dass eine oberste Isolationsschicht (5.y) vorgesehen ist, die- 
zwischen dem Padmetall (3) und der obersten Metallschicht 
(4.x) liegt, wobei. die oberste Isolationsschicht (5.y) eine 
erste Dicke(Dl) und die oberste Metallschicht (4.x) eine 
zweite Dicke (D2) aufweist und das Verhaltnis .zwischen den • 
beide Dicken (Dl, D2) zwischen 1 und 5 liegt.. 

19. Integrierte Halbleiterstruktur gemaS einem der voranste- 
henden Anspruche i bis 18, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass eine oberste Isolationsschicht (5.y) vorgesehen ist, die 
zwischen dem Padmetall (3) und der obersten Metallschicht 
(4.x) liegt, wobei die oberste Isolationsschicht (5.y) eine 
Dicke '(Dl) und das Padmetall (3) eine weitere Dicke (D3) auf- 
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weist und das Verhaltnis zwischen den beiden Dicken (Dl, D3) 
zwischen 0,5 und 3 liegt. 

20. Integrierte Hal'bleiterstruktur gemaS einem der voranste- 

henden Anspruche • 1 bis 19, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass die Anzahl x der Metallschichten (4.x) zwischen 3 und 11. 
liegt. 
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